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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

金属酸化物・フッ化物物をはじめとする各種の機能性無機材料に対して、パルスレー
ザー堆積・収束イオンビーム加工・電子ビームリソグラフィー等の手法を基に数10
nmサイズへの微細加工を行う事で、各材料の電子機能を利用した新たな電子デバ
イスの創出を試みるとともに、作製したデバイスに対する透過型電子顕微鏡等によ
る構造及び化学状態の微視的分析を実施し、各デバイスの特性と試料微細構造との
相関を明らかにする。

実験
Experimental

固相エピタキシャル成長法によるCa2RuO4薄膜の作製に向けて、パルスレーザー堆
積装置を用いたアモルファス前駆体膜の作製を行った。また作製したCa2RuO4エピ
タキシャル薄膜に対しては、電気特性評価のために光リソグラフィプロセスによる
電極形成を行ったとともに、透過型電子顕微鏡による構造解析と組成分析も実施し
た。

結果と考察
Results and Discussion

LaAlO3 (001)、NdGaO3 (110)、NdCaAlO4 (100)、LSAT (100)、YAlO3 (001)、お
よびLaSrGaO4 (001)などの多種類の基板結晶を用いてCa2RuO4の薄膜成長を行い、
その構造を評価した結果、Ca2RuO4薄膜は固相エピタキシャル成長法においては比
較的低い基板選択性を得ることが可能であり、多種類の基板上においてエピタキシャ
ル成長が可能となることが示された。
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